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Представлено теоретическое и экспериментальное описание синтеза нитевидных нанокристаллов GaP

методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложках Si (111) с использованием золота в качестве катали-

затора. Отношение потоков осаждаемых материалов и температура подложки кратковременно изменялись в

процессе синтеза нитевидных нанокристаллов с целью исследования возможности создания наноразмерных

включений различных политипов. Установлено, что изменения отношений потоков осаждаемых материалов и

температуры роста приводят к контролируемому образованию включений толщиной в несколько нанометров,

в том числе с кубической кристаллической структурой.
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